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本研究では，Mg2(Si,Ge,Sn)金属間化合物の粉

末の新合成法を発表する。図１によって、純

金属粉末に水素を吸収と放出すると、3 サイク

ル後で、混合反応を行った[1]：  

2 Mg + 2 H2 <-> 2 MgH2 

2 MgH2 + Si <-> Mg2Si + 2 H2 

図２の XRD 分析結果によって、そのサイクル

数で混合反応がほとんど完了した。その表面

面積が多い粉末は、グローブボックスの中で、

炭層るつぼに入れて、焼結温度400℃でSPS

法で焼結した。その焼結体はゼーベック電

圧と発電の電力を測定した[2]。3%Bi を添加し

た Mg2Si はｎ型半導体、3%Ag を添加した

Mg2Si は p 型半導体になる。 

 結果として、三つの種類の中で Mg2Si は一

番高いゼーベック電圧 0.14mV/K を示す。 
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図１合成法と合成装置 

 

図２合成した粉末の XRD 分析結果。 

 

図 3 SPS 焼結体のゼーベック電圧と電力。 
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